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PROBA TEORETICA

1. in ce situatie se stinge dreptul la protectie a unei topografii de produs
semiconductor?
a)d La 15 ani de la data la care topografia a fost exploatatd comercial in tard sau striiinitate;
b)J La cererea unei persoane interesate, in cazul in care se constatd ci nu au fost indeplinite
conditiile legale pentru acordarea protectiei.;
¢)0 La 10 ani de la Inregistrarea la OSIM a topografiei;
d)3 La20 ani de la data Tnregistrarii la OSIM a topografiei.

2. In ce conditii este incilcat dreptul titularului unei topografii de produs
semiconductor fnregistrati la OSIM prin exploatarea acesteia de ciitre un tert?

a) Daca o persoand, pornind de la o topografie inregistrati, a realizat acelasi produs
semiconductor cu o alta dispunere tridimensionald a elementelor produsului semiconductor;

b)3 Daci topografia de produs semiconductor inregistrati este inglobatd intr-un produs
semiconductor complex;

c)0  Dacd o persoand a fabricat un produs semiconductor cu un 1 an inainte ca topografia acestuia
sa fie inregistratd la OSIM in anul 2006 de citre creatorul ei sau de persoana indreptititi la
inregistrarea topografiei;

d) O Daca o persoana obtine licenta si vinde produsul semiconductor.

3. Depozitul reglementar al cererii de inregistrare a topografiei unui produs
semiconductor trebuie s con{inid schema electrici a produsului semiconductor ?
a)  Trebuie si contind schema numai in cazul in care produsul semiconductor este nou;
b) DA, trebuie sa contini;
c)d NU; .
d)J Depozitul reglementar trebuie si contini toate informatiile necesare inregistrarii topografiei
produsului semiconductor conform art. 13 din legea 16/1995 republicati.

4. In cazul in care produsul semiconductor pentru care s-a depus cererea de
inregistrare a topografiei este nou gi depozitul cererii include schema produsului, inregistrarea
topografiei asigura protectia schemei electrice a produsului semiconductor?

a)J  Asigurd protectia schemei produsului numai in cazul in care schema este originala;
b)O DA;

cd NU;

d) 3 Nu asigura protectia topografiei produsului semiconductor.

5. In care din urmitoarele situatii o topografie a unui produs semiconductor, pentru
care s-a depus la OSIM cerere de inregistrare, nu indeplineste conditiile pentru inregistrare.
a)(J  Topografia nu a fost exploatati comercial in Romania, dar a fost exploatata comercial intr-o

fara semnatard a acordului TRIPs , incepand cu 25 luni inaintea datei de depozit la OSIM;
b)3 Topografia a fost exploatatd comercial, intr-o tari membri a Conventiei Brevetului

European gi in Romania, incepind cu 1,5 ani inaintea datei de depozit la OSIM;
¢)0 Topografia a fost exploatatd comercial in Roménia incepand cu doi ani inaintea datei de

depunere a cererii la OSIM;

d)3 Topografia nu a fost inregistrat la OSIM.




_ ~ 6. Cum se situeazd durata protectiei topografiei de produs semiconductor in Roménia .
comparativ cu prevederile TRIP’s si ale Consiliului CEE (87/54/CEE)?
a)J Directivele Consiliului CEE prevad o duratd mai mare de protectie decit cea prevazutd de-
legea roména; A :
b)J Legea roménd prevede o duratd de protectie mai mica decit cea prevazuta de TRIP’s;
c) TRIP's prevede o duratd de protectie ca cea prevdzutd de legea roméana;
d)3 TRIPS si Directiva 87/54/CEE prevad durate de protectie diferite.

7. Unde se incadreazi, in cazul Romadniei, protectia topografiilor produselor

semiconductoare? '

a)J  In domeniul protectiei proprietitii intelectuale, ca o protectie specificd previzutd printr-o
lege ordinara;

b)3  in domeniul dreptului de autor conform Legu 8/1996 si Conventiei de la Berna, revizuita la
Paris In 1971 si modificata in 1979;

¢)TJ In domeniul protectiei proprietatii industriale, conform Conventiei de la Paris, in forma
revizuitd la Stockholm 1967, ca design industrial;

d)O In domeniul drepturilor conexe previzute de Legea [roméni] privind dreptul de autor i a
drepturilor conexe si de Conventia de la Geneva din 1971 pentru protectia producétorilor de
fonograme impotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor acestora.

8. Pentru protectia in striinitate a topografiilor produselor semiconductoare realizate
de creatori roméni poate fi invocatd prioritatea datei oficiale a depozitului reglementar
constituit la OSIM?

a)(J Nu, deoarece cererea de Inregistrare se poate depune, conform art.10 din Legea 16/1995
republicatd “in termen de 2 ani de la data primei exploatdri comerciale”, deci §i dupa data
la care a fost epuizat dreptul de invocare a prioritdtii conventionale de 12 luni de la data
primului depozit;

b)J Da, conform art.6 din Legea'16/1995 republicata.

¢)d Da, in toate tarile membre ale Uniunii de la Washington, conform Tratatului privind
proprietatea intelectuald in materie de circuite integrate, incheiat la Washington D.C., 1a 26
mai 1989;

d)3 Nu, deoarece sistemul prioritdtii conventionale nu functioneazd in domeniul protectiei
topografiilor produselor semiconductoare.

9. Care este obiectul protectiei in cadrul Legii 16/1995 republicate ?

a)J  Protectia produsului semiconductor, in ansamblul sdu, In acest sens “titularul avand dreptul
sd marcheze produsele semiconductoare, ..., cu majuscula «T»”, asa cum se arata In art.23
din Legea 16/1995, republicata;

1 b) 3 Protectia arhitecturii tridimensionale reprezentind configuratia setului de straturi din care

| este compus un cip semiconductor care std la baza realizarii unui produs semiconductor;

c)3 Protectia schemelor electronice si a functiei/functiilor realizate de produsul semiconductor;

d)O Protectia unora dintre mastile cu care se realizeaza procesarea plachetelor semiconductoare

. 1n vederea obtinerii cipurilor.

A

10. Care este semnificatia expresiei “topografie inregistratd la OSIM” in cadrul
legislatiei de protectie a topografiilor?
a) 3 Titularul topografiei are marca inregistrata la OSIM;
b)J  Setul de masti corespunzator topografiei respective a fost inregistrat ca design industrial in
baza Legii 129/1992 republicate privind desenele $i modelele;
c)0 Topografiarespectiva este protejata printr-un titlu de protectie eliberat de OSIM titularului;
d)3J Topografia se afld inscrisd in evidentele OSIM, dar nu a fost incd publicata pentru a
beneficia de deplina protectie.
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1.Formulati raspunsul la scrisoarea de mai jos a unui client.

Domnule consilier,

* Ne adresdm dumneavoastrd cu rugdmintea de a prelua sarcina de mandatar
al institutului nostru, in vederea obtinerii protectiei unei topografu de produs

semiconductor.
Institutul nostru are denumirea Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Microtehnologie, IMT- Bucuresti. Adresa noastra este: str. Erou lancu Nicolae

nr.32B, cod postal 023573, Bucuresti, tel.+40-21-490.84.12, fax.+40-21-490.82.36
WEB: http—www.int.pub.ro
Cod IBAN RO13RNCB5020000001010001 BCR sector 2

Cod fiscal R1154.
Dorim sa solicitdm protectie pentru topografia produsului semiconductor cu

denumirea: Microangrenaj cu rofi dintate realizat prin tehnica straturilor de

sacrificiu.
VA transmitem in anexa un text care expllca pe scurt in ce domeniu se

foloseste produsul semiconductor $i care este fluxul tehnologic pentru realizarea sa.

De asemenea, va transmitem o fil& continand patru figuri, cu explicatiile a ceea ce

reprezinta fiecare.
Mentionam c& produsul a fost reallzat in anul 2006 si nu a fost exploatat

comercial. Materialele grafice anexate nu contin secrete comerciale. Angajatii nogtri
care au realizat produsul, in cadrul unui contract de cercetare, sunt: dr.ing.Razvan

Petrescu si ing.Raluca Petrescu.
Va rugdm s& ne comunicati in ce masuré documentele transmise sunt

suficient de complete pentru obtinerea protectiei acestui produs in tara.
Va muliumim pentru colaborare,

Director General IMT,

indescifrabil




2. Completati formularul de cerere anexat, tindnd seama de scrisoarea
clientului, marcand cu ? rubricile care ar trebui completate, dar pentru care nu
dispuneti de informatiile necesare din scrisoarea clientului.

Va uram succes.



' MICROANGRENAJ CU ROTI DINTATE REALIZAT PRIN
TEHNICA STRATURILOR DE SACRIFICIU

Microangrenajul cu roti dintate a fost realizat in scopul integrarii pe placheta
de siliciu impreuna cu circuitele electronice de polarizare si prelucrare a
semnalului de iesire in vederea obtinerii unui BioMEMS de tipul ,lab-on-a-

chip” cu aplicatii in diagnoza si tratament medical.

Fluxul tehnologic pentru realizarea microangrenajelor pe siliciu prin tehnica
straturilor de sacrificiu (figura 1) este urmatorut:

- Se folosesc plachete de siliciu monocristalin <100> , 350um grosime;

- Se creste un strat de SiO, gros de 2 um (strat de sacrificiu) si se depune un
strat de polisilliciu LPCVD la 650°C, gros de 3um.

- Se face fotolitografia pentru modelarea partii mobile a microrotilor dintate;

- Se depune un strat de SiO, CVD gros de 2 pm si se face fotolitografia
pentru modelarea axului de rotatie si a flansei care va distanta roata de
substrat (figura 2, fotografia SEM a straturilor depuse).

- Se depune un strat de polisiliciu LPCVD la 650°C, gros de 3um caruia i se
face un tratament termic la 1100°C in atmosfera de azot, apoi se
fotolitografiaza capacul rotilor;

- Se inlatura stratul de oxid de sacrificiu in HF (49%), eliberandu-se astfel
partea mobila a rotilor (figura 3, fotografia SEM a microrotilor angrenate).

Topografia microangrenajului cu roti dintate este reprezentata in figura 4.
Acest microangrenaj este destinat determinarii marimilor de transport

molecular in fluide biologice nenewtoniene. Pe axul rotii dintate se suspenda
un arc, care atunci cand va fi actionat va indica momentul fortei aplicate rotii.
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Fig. 1. Schema tehnologica de realizare
a microangrenajului cu roti dintate prin
tehnica straturilor de sacrificiu

Fig.2. Fotografie SEM a straturilor
depuse inainte de eliberarea rotorului

Fig.3. Fotografie SEM a
rotilor angrenate

Fig. 4. Topografia microangrenajului cu roti dintate




CERERE PENTRU INREGISTRAREA TOPOGRAFIEI PRODUSULUI SEMICONDUCTOR

Jot ot Nr. referinta solicitant/mandatar | Registratura OSIM (nr. si data primirii)

1 .Solicitangi (nume, adresa/sediu, telefon, fax, e-mail):

2.Solicitam, in baza Legii 16/1995 republicata prin Legea nr.337 din 2005 si a conventiei/acordului R
inregistrarea topografiei produsului semiconductor, :

‘cu denumirea
destinat

3.Declaram ca suntem indreptititi la obtinerea protectiei in Roménia pentru topografia sus-mentionatd, in

baza prevederilor:

3.1Art. 8 din lege, in calitate de creatori Q
3.2Art. 9 alin. 1 din lege, topografia fiind creatd in cadrul sarcinilor de serviciu : D
3.3Art. 9 alin. 2 din lege, topografia fiind creatd in cadrul unui contract de cercetare/proiectare D
3.4 Art. 9 alin. 3 din lege, conform dispozitiilor contractului numar/dat: _

3.5 Art. 30 din lege, in calitate de _ cesionar l O l succesor legal—[ o | ~ succesor testamentar l D

4.Creatorii topografiei sunt (nume, adresa):

4.1Creatorii doresc | [ ] nu doresc | [ ] [ sali se mentioneze numele in

topografiei
certificatul de inregistrare a topografiei si in publicirile facute de OSIM fn legaturd cu topografia inregistrata

S.Cererea este divizionari din depozitul cererii depuse la OSIM sub numarul/data:

6.Solicitantii declard cé:




6.1Topografia nu a mai fost inregistratd la OSIM
n ansamblul ei

partial, partea originala fiind evidentiata in materialele grafice sub forma -

6.2 Topografia este originala

6.3Topografia a fost exploatatd commercial pentru prima oara la data de
6.4 Topografia nu a fost exploatatd comercial ‘
6.5Data crerii topografiei/primei codiri este

6.6Materialele grafice anexate [ nu contin secrete comerciale | |:| , contin secrete*
*Partea care confine secrete comerciale a fost acoperita pe un exemplar al materialelor grafice, care urmeaza a fii supus consultdrii publice.

OO0 OO

7.Solicitantul desemnat pentru corespondenta cu OSIM:

8.Adresa solicitantului/mandatarului pentru corespondenta cu OSIM:

9.Reprezentare prin mandatar autorizat:

LS
10.Documente depuse la OSIM de solicitant/mandatar 11.Documente primite la OSIM
10.1Materiale grafice pentru identificarea topografiei in...exemplare,a.. file in...exemplare, a.. file
10.2Text explicativ ‘ in...exemplare,a...file in...exemplare, a...file

10.3Produsul semiconductor realizat pe baza topografiei in..:exemplare

in...exemplare
10.4Dovada de plata a taxei pentru depunerea cererii

10.5Dovada de plata a taxei pentru examinarea cererii

10.6Dovada de plati a taxei pentru inregistrarea topografiei

10.7Dovada de plati a taxei pentru publicarea inregistrérii topografiei

10.8Dovada de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de inregistrare
10.9Procura
10.10Alte documente : a...file

a...file

OO0 O
ERENNEN[NEN

OSIM (semnatura, LS)
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